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1

Inventia se referd la domeniul tehnicii radio-
electronice si poate fi utilizatd pentru fabricarea
fotoreceptoarelor si aparatelor optoelectronice pe
baza lor.

Esenta inventiei constd in aceea ca in procedeul
de obtinere a heterostructurilor cu straturi subtiri pe
baza compusilor A’BS, ce include depunerea stra-
turilor in vid in prezenta gradientului de tem-
peraturd intre vaporizator si substrat, mai intai se
depune un strat de componentd cu banda ingustd, se
sensibilizeazd cu o solutie apoasd saturati de

10

2
clorura de cadmiu, se trateazd termic si se
corodeazd, apoi se depune un strat de componenta
cu banda larg.

Rezultatul tehnic al inventiei constd in majo-
rarea numdarului de purtdtori de sarcind pe contul
alierii stratului de componentd cu banda ingusta.

Revendicari: 1

Figuri: 2
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Descriere:

Inventia se referd la domeniul tehnicii radioelectronice §i poate fi utilizati la fabricarea
fotoreceptoarelor si aparatelor optoelectronice pe baza lor.

Sunt cunoscute procedeele de obtinere a straturilor monocristaline §i policristaline a compusilor
binari A’B® pe calea evapordrii in vid a materialului initial din evaporatoare, unde depunerea
vaporilor materialului initial are loc pe o suprafatd incélzitd in prezenta unui gradient de temperaturad
dintre evaporator si suport cu o ricire ulterioard [1].

Cea mai apropiatd solutie analoagd este procedeul de obtinere a heterostructurilor cu straturi
subtiri pe baza compusilor A”B® ce include condensarea vaporilor la suprafata suportului in prezenta
gradientului de temperaturd [2]. Depunerea heterostructurilor se efectueaza prin disocierea
materialului initial in atomi separati la existenta gradientului de temperatura dintre evaporator si
suport si depunerea lor pe suporturi. Din materialele initiale ale compusilor binari se obtin esantioane
pe o suprafatd de 20 cm? cu o grosime de 40 um.

fnsi procedeul cunoscut nu asiguri o sensibilitate inaltd a heterostructurilor obtinute.

Problema pe care o rezolvd inventia datd constd in majorarea sensibilititii heterostructurilor cu
straturi subtiri si elaborarea noilor tehnologii pentru cresterea parametrilor structurilor obtinute.

Esenta inventiei constd in aceea ca procedeul de obtinere a heterostructurilor cu straturi subtiri pe
baza compusilor A’B® ce include depunerea straturilor in vid in prezenta gradientului de temperaturi
intre vaporizator si substrat, mai intdi se depune un strat de componentd cu banda ingustd, se
sensibilizeaza cu o solutie apoasd saturatd de clorurd de cadmiu, se trateazi termic si se corodeaza,
apoi se depune un strat de componentd cu banda larga.

Rezultatul tehnic al procedeului conform inventiei constd in cresterea numdrului de purtatori de
sarcind pe contul alierii stratului de componentd cu banda ingusta.

Asadar, are loc cresterea numarului de purtitori de sarcind, ceea ce aduce la cresterea valorii
pe baza compusilor A’B®.

Majorarea tensiunii de circuit deschis se datoreazd faptului cd in urma tratdrii chimice apar
purtitori de sarcind liberi si depunerea stratului cu banda largd pe cel cu banda ingustd aduce la
formarea barierei de potential, totodatd se majoreaza numarul de fotoni ce cad pe stratul cu banda
larga (datoritd pierderii prin sticld si prin stratul transparent de ITO sau SnO»).

Inventia se explicd prin figuri, care reprezinta:

- fig. 1, structura-test a heterostructurii cu straturi subtiri pe baza compusilor AB¢ (ITO-nCdSe-
pZnTe);

- fig.2, dependenta curentului de scurtcircuit de tensiunea de circuit deschis (curba 1 reprezintd
dependenta Isc. = f(Uc.q) pand la tratare, curba 2 - dupd tratare).

Exemplu de realizare a procedeului de obtinere a heterostructurilor cu straturi subtiri

fn calitate de suport pentru formarea heterostructurii cu straturi subtiri serveste o placd de sticld
cu un strat deja depus de oxid de indiu (ITO, In,O3+Sn03). Aria suprafetei suportului este de 4 cm?.
In primul rand se depune stratul de CdSe de 1,5 cm’ cu grosimea de 6-8 um, timpul de depunere a
CdSe constituie 10-14 min. Apoi stratul de CdSe se supune unei tratiri chimice in solutie de
CdC:HyO (solutie suprasaturatd de CdCly). Stratul de CdSe se cufundd in solutia numitd timp de
15-20 min, se trateazi termic la temperatura de 330-380°C timp de o ora.

Stratul tratat termic de CdSe in cazul dat s-a si corodat timp de 5-7 s in CrO,:HCI pentru
inldturarea stratului superficial de oxid. Pe suprafata proaspat corodatd se depunea stratul de ZnTe
de grosimea 2-4 pum. Mai apoi prin depunere termicd se depuneau contacte ohmice de cupru. Ca
rezultat s-a obtinut heterostructura prezentatd in fig. 1.

Din fig. 2 se observa cd tensiunea de circuit deschis la iluminarea structurii test inainte de tratare
atinge valoarea de 0,4-0,5 V, iar dupd tratare - 0,75-0,85 V. La iluminare s-au cercetat
caracteristicile volt-amperice ale heterostructurilor obtinute ITO-nCdSe-pZnTe-Cu si s-au obtinut
urmatoarele rezultate: Uc ¢=(0,75...0,85) V; L. = (40...80) pA.

Heterostructurile se obtin prin depunerea componentei cu banda largd pe cea cu banda ingusta cu
o sensibilizare intermediard ce asigurd cresterea numdrului de purtitori de sarcind prin efectul
dopdrii. Prin urmare, se imbunitatesc parametrii ce caracterizeazi heterostructura, tensiunea de
circuit deschis atinge valoarea de 0,85 V, deci are loc o majorare a sensibilitatii stratului de 4 ori.

Heterostructurile obtinute pot fi utilizate in radioelectronicd la fabricarea fotoreceptoarelor
pentru intreg spectrul vizibil, precum si la fabricarea aparatelor optoelectronice pe baza lor.
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5  (57) Revendicare:

Procedeu de obtinere a heterostructurilor cu straturi subtiri pe baza compusilor A’B® ce include
depunerea straturilor in vid in prezenta gradientului de temperaturd intre vaporizator si substrat,
caracterizat prin aceea c¢i mai intdi se depune un strat de componentd cu bandd ingustd, se
sensibilizeaza cu o solutie apoasa saturatd de clorurd de cadmiu, se trateaza termic si se corodeaza,

10 apoi se depune un strat de componentd cu banda larga.
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